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    ECRスパッタ磨翌�pいたCo-Cr垂直磁気異方性膜の作成
               一磁界分布による物性制御一

佐藤王高、山本節夫、栗巣山揮、松浦 満、廣野 滋◎(山口大学工学部、'NTr境界領域研究所)
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を用いることによって、高密度磁気記録に適した結晶学的特性および磁気特性を持つCo-C【垂直磁気異方性膜を作成で

きることを示した1司。本報告では、ECRスパッタ装置の磁界分布を変えることによってCo-a垂直磁気異方性膜の物性

を制御することを試みた結果について述べる。

λ実験方磨佑o-C【膜の作成には、マイクロ波垂直入射型ECRスパッタ装置を用いた。2. 45GHzのマイクロ波の投入電

力は300Wとした。ターゲットには組成がClaeOGaOwt％の合金ターゲットを使用し、これに一200Vの直流電圧を印加

し、投入電力L6Wcm2でスパッタを行った。基板にはポリイミドフィルムを使用し、成膜時の基板温度は150℃とし、

Aτスパッタガス圧8 x IO”2Paのもとで、厚み100nmのCo-Cr膜を作成した。今回の実験においては、プラズマ生成室の

周囲に設けた875(laussの磁界発生用の主コイルの他に、新たに補助コイルを基板ホルダーの周囲に設置した。この補助

コイルに流す電流(iL. ，)を通常の流さない状態(OA)から＋8Aあるいは一8Aに変えることによって、 Fig. 1のように基

板ホルダー近傍の磁界分布を、ミラー磁界からカスプ磁界へと変化させた。

義結果および考氏浴xを◇8Aに設定してミラー磁界を実現した場合には、プラズマ中の電子密度は増加し、イオン加

速電圧は1幽diの場合の18. 7Vから23. 8Vに大きくなった。一方、1. ＝一・8Aとしてカスプ磁界を実現すると電子密度は減

少し、イオン加速電圧は12. 1Vに小さくなった。このように磁界分布によってプラズマ状態を大きく変化させることが

できた。F培2に、成膜速度と作成したCo-Cr膜の飽和磁化Msの」依存性を示す。成膜速度は、カスプ磁界よりもミ

ラー磁界の方が大きく、これはミラー磁界の方がプラズマ密度が高いことによるものである。1面によって磁界分布をミ

ラー磁界からカスプ磁界に変化させるとMsは290ernUlceから500emUlceへと著しく増加した。本実験では常に同一組成

のターゲットを使用しており、このdSの変化は膜内の磁気的微細構造の大幅な変化に起因するものと思われる。その他、

磁界分布によって、CIO-G膜の面内方向のM-Hヒステリシス曲線における磁化ジャンプ量や抗磁力なども大きく変化す

ることを確画している。

4. むすびECRスパッタ磨翌ﾉおいて二二室内の磁界分布を変えることは、 Co-Cr膜の物性を制飼できる有効な手段の一

つであることが明らかになった。
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Sub-coil electric current(1. ，b)

 depcndence of deposition rate and Ms. 


